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Este invento se refiere a materiales fotoconductores
¥y més especificamente, o placas fotoconductoras para uso en
electrofotografia,

Sabido es que puedgn formarse y revelarse imigenes
sobre la superficie de clertos materiales fotoconductores por
medios eloctrostdticos. Bl procedimiento electrofotogrdfico
bésico, segin indica Carlson en la patente U,S,A, 2,297.691, lle-
va implicito cargar de manera uniforme una capa aislante fotocon~
ductora y exponerla después a una imagen de luz y sombra que disi
va la carga sobre las zonas de la capa que se hallan expuestas a
la luz, La imagen latente electrosidtica formada sobre la capa
corresponde & la configuracién de la imagen de luz y sombra., Por
el contrario, puede formarse une lmagen latente electrostética
sobre la place cargando 6ota en configuracién de imagen. Esta
imagen se hace wvisible depositando sobre la capa impresionada un
nmaterial revelador finamente dividido que comprende un colorante
denominado polvo impresor y un vehiculador de dicho polvo impre-—
sor. El material revelador en polvo serid #traido a agquellas zonas
de la capa que retienen una carga, formando con ello una imagen
constituida por polvo que corresponderd a la imagen latente elec~
trostitica. Bsta imagen perfilada en polvo puede transferirse
después a papel u otras superficies receptoras. El papel ostenta~-
74 entonces la imagen perfilada en polvo que puede hacerse luego
permanente mediante caldeo u otros mediog de fijacién apropiados.
El procedimiento general citado se describe también en lespaten—
tesU,S.4. 2,357,809; 2,891,011 y 3,079.342.

Tos diversog materiales aislantes fotoconductores
pueden usarso en la fabricacién de placas eleotrofotogrificas;
este es un extremo ya conocido. Los materiales aislantes fotocon-

ductores idéneos, tales como antraceno, azufre, selenio o mezclas
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rogpectivas, han sido descritos por Corlson en la patento U.S.A.
2,297.691, Estos materiales poseen por lo genersl sonsibilidad
en la gama de agul o casi ultra-violeta, y todos , excepto el’
solenio, poseen ademis la limitacién de ser solo ligeramente
sensibles & la luz., A causa de su mayor sensibilidad, el sclo—
nio ha gido el material mis acoptado desde un punto de vista
comercial para ser ubilizado en placas electrofotogrificas. El
selonio vitreo, no obstante, aunque deseable en muchos aspectos,
adolece de serias limitaoiones en cl senitido de que su respuos—
{2 espectral se halla en gran partc limitada & lasvzonas q;tra~
violeta, azul y verde del cspoctro. Asimismo, la suporficie del
gelenio estd sujeta a degradacién por el calor y/o ciertos disol
veontes orginicos. La guperficie del selenio vitreo puede desvi-
trificarse produciendo la inconveniente forma cristalina. Si bien.
la superficio del selenio vitreo ss bastante resistente a laabra
sién, después de un ugo prolongado, se produce la degradacién de
imagen debido al desgapte y raspado de la superficie. Si bien se
han efectuado tentativas para protoger la superficie de la placa

de selenio revistidndola con una delgada capa de una rcsina orgéi~

nica, los resultados no han sido enteramente favorables dado quo. -~

ostog revegtimientos tienden a retener una carga'residua1§ esto
eg, una placa revestida no ge descafga por entero cuando es inci-
dida por la 1uz, dejando por ‘tanto una carga enilas zonag de fon-
do que pueden atraer algunas particulas de polve impresor y pro-
ducir una imagen con mucho fondo. Para evitar una carga residual
excesiva, estos revoptimiontos deben ser de un espesor muy redu—
cido, del orden de 0,1 micra, y de resistencia media que permita
alguna dimipacifén de la carga medionte exposiocibén. Estos materia~—
los adolecen de une excesive conductividad lateral y consiguiente

pérdida de resolucién en grandes humedades. También a menudo gon
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demasiado finos y blandos como para sgportar ciclos prolongados.
A tenor de egtas consideraciones econémicas. y comercialeé, 80
han efectuado recientemente muchos esfuerzos pars aportar otros
materiales aislantes fotoconductores que el selenio y para per—
feccionar las placas de selenio susceptibles de ser usadas en
electrofotografia,

Se¢ han propuesto diversog materiales de dos compo-—
nentes para ser utilizados en las oapas aislantes fotogonducto-
ras usadas en relacién con placas electrofotogrificas. Por ejom-
plo, esn conqcido el uso de pigmentos inorginicos fotoconductoros
digpersos en materiales aglutinantes apropiados para for&ér cupas
aislantes fotoconductoras. Se ha demogstrado ademés que los colo-r
rantes alslantes fotoconductores orgéinicos y una amplia variedad
de compuestos policiclicos pueden usarse junto con materiales re-
sinosos adecuados para formar capes alslantes fotoconductoras de
utilidad en las placas de tipo aglutinante. Asimismo, se usan po-
limeros inherentemente fotoconductores en las placas electrofoto-
gréficas; frecuentemente en combinacién con colorantes sensibilie-
zantes o &cidos Lewis pdra Tormar capas aislantes fotoconductoras.
Las placas fotoconductoras orginicas de tipo polimérico ¥y agluti-
nante de la industria actual con frecuencia poseen los inconve-
nientes inherentes del elevado costo do fabricacién, fragilidad y
pobre adhesién para sustentar los sustratos., Varias de estas capas
aislantes fotoconductoras poscen bajas propliedades de distorsién
& la temperatura que las hacen indeseables en aparatos olectrofo-
togrificos autombticos que a menudo incluyon potentes lémparas y
dispositivos térmicos que tienden a caldear la placa electrofoto-
grafica. Por lo general, estos materiales pogeen una limitada res-
puesta espectral; respondiendo solamente a la radiacién de una es-

trecha banda de longitudes de onda,
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Por tanto, eoxiste una noccsidad continuada de mate-

riales fotoconductores perfeccionados que poscan una amplia sen—

‘8ibilidad espectral y una clevada registencia al desgaste.

Eg por consiguiente un objeto de este invento prom
porcionar un material aislante fotoconductor idéneo para ser
utilizado en rolacién con una placa olectrofotogriafica que supe-
ra los inconvenientes mencionados. '

Otro objeto de esto invento es proporeionar una pla-
ca electrofotogréfica que posee aensibilidaq a ‘todo el espectro
vigible,

Otro objeto de este invento es'prOporcionar una plé-
ca eleotrofotogrifica de elevada resistencia a le abragién y al
raspado. .

Otro objeto de este invento es proporcionar una pla-—
ca electrofotogrifica gue posee una amplia gama de propiedades

fisicas dtiles.

Otro objeto mag de este invento esg proporcionar una
capa aislante fotoconductoré para una placa electrofotogréfica
que o8 éensiblemente rogistente a la abrasién y posee una tempe—
ratura de distorsién relativamente elevada.

Los objetos'anteriores ¥y otroa se consiguen de acuor—
do con este invento, hablando en términos generales, mediante la
aportacién de una placa electrofotogrifica que comprende una co~
pa contentive de selonio vitreo, revestida con otra capa compues—
ta por un fotoconductor u otro material impartidor de fotoconduc—
tividad en un aglutinante de resina orgfnica, Eata placa poseo
generalmente una respuesta espectral sensiblemente pancromética
dédo qué la capa contentive de melenio es ante tddo sengible a la
luz en las zonas azul, vorde y ultra~violeta en tanto que ol fo-

toconductor de revestimiento pucde selecoionarse para que soa
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principalmente sensible en la zona roja dol espectro. La resina
aglutinante para el revestimiento puedo seleccionarse de manera
que proporcione una éptima resistencia a la abrasién, humedad o
disolventes que pudiera degradar el selenio. Asimismo, y dado
que la capa de revestimiento es fotosensibley fotoinyectora, ol
problema de la carga residual que permanece sobre la placa en
zonas oxpuestas que se produce con revestimientos a bagse de re-
sina aislante queda préciicamente eliminado.

4 El gustrato conductor puede comprender cualqﬁier na-
terial apropiado que posea la capacided de astuar como P;?P° fun;
damental para la placa eloctrofotogréfica. Entre los materiales
tipicos conductores figuran metales como aluminio, latén, acero
inoxidable, cobre, niquel, y cine; vidrio con revestimiento con-
duotor como 6xido de. egtafio, 6xido de indio, o vidrio rcvestido
de aluminio; revestimientos similares sobre sustratos plésticos;
o papel hecho conductor mediante la inclusién de” un producto qui-
mico apropiado o acondicionamiento en una atmésfera himeda para
agsegurar la presencia on la misma de un suficiente contenido de
agua para hacer el material conductor,

Cuando se desee, puede formarse la ocapa aislante foto
conductora oitadsa como una hoja aufosuatentada con una capa con-
tentive do selenio relativamente gruesa, Tal placa olootrofoto~
grafica autosustentada puede cargarse luego mediante un disposi-
tivo en corona sobro cada lado de la placa, como en el procedi-
miento desorito por Gundlach en la patente U,S.A. 2,885.556. 4
continuacién ﬁuode exponerse y rovelarse la placa autosustentada
sobre el lado revestido de cualquier manera convencional. -

La ompa contentiva de gelenio puede ocompronder sclee
nio amorfo o cualquier aleacién o mezola do selenio apropiada de

otros materigles oon gelenio, Las tipicas aleaciones de solenio
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o mezclag contentivas de selenio incluyen solenuro cddmico,
gsulfogelonuro cddmico, mozclas de azufre y selenio tales como
las descritas por Carlson en la patente U.S.A. 2,297.691; moze
clas de arsbnico y sclonio tales como las deseritas pox Mayer

¥y otros en la patonie U,S.4. 2,822.}00 ¥ por Ullrich en la
patenio U.S.A. 2,803.222; mezclas de selenio y telurio como

las descritas por Paris en patente U.S5.A. 2,803.541; selenurq
argbénico; selenuro ielfricoj y mezclas respoctivas. La capa
contentiva de gelenio puede tener cualguier grueso apropiado,

En los casos en que la capa foloconductora haya de ser autosus—~
tentada, la capa de selenio serd reclativamente gruesa para ro-
gistencia mecénica. Bn los casos en que la capa contentiva de
golenio se reviste sobre un sustrato conductor, se prefiere que-'-
la ocapa posea un espepor aproximado de 5 a 100 micras para Opii-
ma sengibilidad y adheslén ftérmica y mecénica. Cuando se desea
ofectuar ol ocurado de le resina de revesiimiento a una tempera~
tura quo cristalizaria el selenio‘vitreo, se prefiere que la ca~
pa fotoconductora egté constituida por una mezcla de arsbénico y
selenio, por ejemplo una mozclé de aproximadamente 17 por ciento
en peso de arsénico y aproximadamente 83 por ciento de selenio,
Batos capas de arsénico~-selenio son en extremo resistentes a la
crigtalizacién y permiton efoctuar el curado de la capa de resi-
na & temperaturas relativamente elevadas, tipicamenie de 100-2009(?.
La capa de revestimiento puede combrender cualquier material fo-
togenaible apropiado disperso en un aglutinante aislante. Por lo
comtin, este puede sor un fotoconductor particulado disperso por
todo el aglutinante alnlante ‘o un agente sensibilizante complejo
de transferencia de carga que produce una capa fotoconductora en
conbinaclén con le rogina aglutinante no fotoconductora. Laé pam-

ticulas fotogensibles comprenden materiales orgdnicos tales como
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8,13-dioxodinafto-(1,2,2’3 )~furan-6~carbox-p-metoxianilida;

1~(4?~metil~5s+cloroazobenceno~27~40ido sulfénico)=2-hidroxi-

'3 éoido naftdico; quinacridona y quinacridonas sustituidas taw

les o6mo 2,9~-dimetil quinacridona; pirantronas; l;ciano-2,3-fta-
10i1-T-8-benzopirrocolina, trifenilaminaj 2, 4=bis=(4?=dietilamino
fenil)-l,3,4-oxadiazol; trifenil-pirrol; 1,5-dicianc naftaleno;
2-mercaptobenc=tiazol; 2~fenil-4=~alfa~-naftalideno-oxazolona; 3-ami
nocarﬁazol; 4,5-difenil-amidazolona; ftalocianinas,contentivas

¥y exentas de metal; inorganicos tales como sulfuro cédmico, sul
foselenuro céddmico, éxido de ecine, sulfuro de eino, 6xiﬂ6 de
plomo, sulfuro de plomo; y mezclas respeotivas,

Los complejos de tranaferencia de carga caracteris—
ticos incluyen complejos hechos de resinas aromdticas tales como
resinas fendélices, resinas fenoxi, resinas epoxi, policarbonatos,
poliuretanos, poliestirenos, con aceptores electrénicos tales co-
mo 2,4,7~trinitro-9~fluorenona; 2,4,5,7~tetranitro-9~fluorenonas
&cido piorioo;1,3;5~trinitrobenceno; c}oranil; 2,5=dicloro~benzo=
quinona; anhidrido maleico; haluros metdlicos de los metalés ¥ me-
taloides de los grupoé I-B y II-VIII de la tabla periddica que
incluyen, por ejemplo, cloruro de aluminio, cloruro de cinc, bro-
muro de estroncio; triyoduro de arsénicos halhros de borojacidos
mineralesj &cidos carboxilicos érganicos tales como fcido acético
Yy mezolaé respectivas,

En general, se‘prefieran los fotoconduciores orgini-
cos y complejos de transferencia de carga a las fotoo;nductores
inorg&nioos por facilidad de revestimiento ¥y suavidad de revesti-
miento y por una mayor capacidad pﬁra ser reciclados a través do
ciclos de carga-exposiocién. De los méteriales Totoconductores ore-

ganicos, so prefieren las fialocianinas por su mas elevada foto-
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sengibilidad y mejor respucsta espectral, Las ftalocianinas con
principalmente respondientéa a la luz roja y, por consiguiente,
ocomplementan la sensibilidad al azul, verde y ultra~violeta de
lag capas contentivas de selcnio. La capa de revestimiento pue-
de comprender cualquier ftalocianina apropiada digpersa en un
aglutinante aislante. La forma beta y "x" polimérfica de las
ftalocianinas exentag de metal, segin se ha comprobado, pr&ﬁorf
ciona la més alta fologengibilidad junto con la mis baja descar—
ga en la ogeuridad y por lo tanto las ftalocianinas proferidas
gon las citadas para uso en la placa de este invento. La forma
nx" polimérfica de la ftalocianing exenta de metal se describe
en detalle en la patente francesa No. 1,508,173 (D/1170).

Puede usarse cualquier ftaloclanina apropiada para
proparar la oapa de revestimlenio del presente invento. La fta—
locianina usada puede tener cualguier forma de cristal adecuada.
Puede ser sustituifda o no sustituida tanto en el anillo como en
la cadena reocta, Sabido os que existen ftalocianinas en diversas
formas cristalinag interconvertibles., BEstas formas se describen
en detalle en un libro titulado "Phthalocyanine Compounds", por:
F,H. Moser y A.L, Thomas, publicado por la Reinhold Publishing
Company, edicién 1963. Cualquier ftalocianina apropiada tratada
en este libro puode usarse en el presente invento., Las ftalocia-
ninas encuadradas en este invento pueden describirse como compo-
siciones que pogeen cuatro grupos isoindol enlazados por cuatro
dtomos de nitrSgeno de tal manera que forman una cadena conjuga-—
da, teniendo dichas composiciones la férmula genexal (0811’.411'2)41?.n
en la cual R se selecciona del grupo consistente en hidrdgeno,
deuterio, litio, sodio, potasio, cobre, plata, berilio, magnesio,
caloio, oine, cadmio, bario, mercurio, aluminlo, galio, indio,

lanténo, neodimio, samario, europio, gadolinio, disprosio, holmio,
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orbio, tulio, iterbio, lutocio, titanio, estafio, hafnio, plomo,
torio, vanadio, antimonio, cromié, molibdeno, uranio, manganeso,
hierro, oobalto, niquel, rodio, paladio, osmio y platiﬁo; ¥y nes
un valor superior & Q e igual o menor de 2. También puedon utili-
zarse, si resulian idéneas, cualesquiera otras fialocianinasg ta-
les como las de anillo o alifiticamente sustitufdas, metdlicas
y/o no metdlicas., Las ftalocianinas caracteristicas compronden
aluminio ftalocianina, aluminio policloroftalocianina, antimonio
ftalocianina, bario ftalocianina, berilio ftalocianina, cadmio
hexadecacloroftalocianina, cadmio fialocianina, calcio ftalocia-
nina, cerio ftalocianina, cromio ftalocianina, cobalto ft;iocia~
nina,‘cobalto cloroftalocianina, cobre 4~amipoftalocianina, cobre
bromocloroftalocianina, cobre 4-cloroftalocianina, cobre 4~nitro-
ftalocianina, cobre fitalocianina, cobre ftalocianina sulfonato,
cobre policloroftalocianina, deuterio fitalocianina, disprosio
ftalocianina, erbio ftalocianina, europio ftalocianina, gadolinio
ftalocianina, galio fialocianina, gemanio ftalocianina, hafnio
ftalocianina, ftalocianina halégeno sustituida, holmio fialocia-
nina, indio ftalocianina, hisrro ftalocianina,.hierro polihalo-

ftalocianina, lantano ftalocianina, plomo fialocianina, plomo

-policloroftalocianina, cobalto hexafenilfialocianina, cobre penta-

fenllftalocianina, litio ftalecianina, lutecio fialocianina, mag-
nesio ftalocianina, manganeso ftalocianina, molibdeno ftalociani-
na, naftalocianina, neodimio fialocianina, niquel ftalocianina,
niquel polihaloftalocianine, cadmio fitalocianina, paladio ftalo-
cianina, paladio cloroftalocianina, alcoxiftalocianina, alquil~
aminoftalocianina, alquilmercaptoftalocianina, aralquilaminoftalo-
ocianina, ariloxiftalocianina,‘arilmercaptoftalocianina, cobre fta=
locianina piperidina, cicloalquilaminoftalocianina, dialquilamino
ftaloocianina, diaralquilaminoftalocianina, dicicloalquilamino -
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ftalocianina, hexadecahidroftalocianina, imidometilftalocianina,
1,2~-naftalooianina, 2,3-naftaloclanins, octaazaftalocianina,
azufre ftalocionina, tetraazaftalocianina, tetra-4-acetilamino-
ftalocianina, tetra~4~aminob6nzoilftalocianina; tetra~4~amino~
f{alocianina, tetraclorometilfialocianina, tetradiazoftalocia-
nina, tetra-4,4~dimetilootaazaftalocianina, tetra-4,5-difenileno-
diéxido ftalocianine, fetra-4,5~-difeniloctaszaftalocianina, tetra-
(6-metil-benzotiazoil) ftalocianina, tetra~p-metilfenilaminofta—
locianina, tetrametilfialocianina, tetra~nafitotriazolilftalocia-
nina, tetra~4-naftilftalocianina, tetra—~4-nitroftalocianina, to-
tra~peri-naftileno~4,5-ooteazaftalocianina, tetra~2,3-fenileno-
éxido ftalocianina, tetra~4~foniloctaszaftalocianina, tetrafenil-
ftalooilanina, tetrafenilfitalocianina 4cido tetracarboxilico, teo-
trafenilfitalocianina tetrabario carboxilato, tetrafenilftalocia-
nina, tetra-calolo carboxilato, tetrapiridiftalocianina, teira-
4=~trifluoro-metilmercaptoftalocianina, tetra—f-trifluorometil-
ftalocianina, 4,5-tionafteno-octaaza—ftalocianina, platino fialo-
clanina, potasio ftalocianina, rodio ftalécianina, samario ftalo-
clanina, plata f£taloclanina, silicona ftaloclanina, sodio ftalo-
cianina, ftalocianina sulfonada, torio fialocianina, tulio fialo-
cianina, estafio oloroftalocianina, estafio ftalocianina, titanio
f{alocienina, uranio ftaloocionina, vanadio ftaloclanina, iterbio
ftalocianine, cine cloroftalocianina,.ecinc ftalocianina., Junto
con, o en lugar de, las ftalocianinas mencionadas, puede ugarse oual-

quier mezcla adecuada,dimero, trimero, oligémero, polimero, copolime-

.ro o mezclag rospectivag.

La ftalocianine puede digpersarse en forma de polvo
fino en ol material aglutinante en cualquier proporcién aproplada
de fotoconductor a aglutinante., Sobre una base de peso fialooclani-

na pigmonto-aglutinante mseco, los limites dtlles se extionden de
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aproximadamente l:4 & aproximadamente 1il5. Se obtienen Sptimos
resultados cuando se usan proporciones aproximadas de 116 a 1:12
¥y, por congiguiente, son preferidos esitos limites. Los pigmentos
de ftalocianina pueden incorporarse al aglutinante disuelto o
fundido por cualquier medio apropiédo, por ejemplo mediante fuer-
te ¥y persistente agitacién, con profefenoia con trituracién si-
multdnea, Estos métodos incluyen moltura por bolas, molturs por
rodillo, moltura de arena, agitaocién ultrasénlea, mezcla a gran
velocidad y cualquier combinacién deseable de estos métodos., Ade- '
nis de afladir el pigmento de fialoecianina al material gglutinante
disuelto o fundido, puede también afladirse y mezclarse en“ﬁna for-
ma gece o pastosa del material aglutinante en polvo, "antes de ser
caldeado o disuelto, para hacerlo-en forma de pelicula.

El rovestimiento puede tener cualquier grue- 7——
so adecuado. Se obtienen excelenies resultados con espesores. do hag

ta aproximedemente 2 micras, Para una sengibillidad 6ptima deo toda

. la capa aislante fotooonductora, se prefiere que el reveatimieﬁto

.

pogea un grueso aproximado do 0,5 a 1 micra.

Bl material aglutinante del rovestimienio puede compren
der cualquier rosina orgénica apropiada en forma de pelicula sonsi-
blemente aislante, Se frefiere que el aglutinante posea buena adhe-
pidén al selenio y mezolas contentlvas del mismo, y una superficie
suave, dura, lustrosa y en extremo resistente a la abragidn. Los
aglutinantes en forma de pelicula aiglante caracteristicos incluyen
poliolefinas tales como polietileno, polipropileno; polimeros de
vinilo y vinilideno tales como cloruro de polivinilo, polivinilcar-
bagol, policstireno; poliamidas tales como policaprolactamas; poli-
éstores tales como toreftalato de polietileno; polisulfonas; poli-
oarbonatos; polimeros celul6sicos talos como viscosa, acetato de

oelulosa; resinas fenélicas tales como fenol-formaldehido; amino
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resinas tales como melamina-formaldehide; alquido-resinasg;
alquilo-resinas; furano-resinas y mezclas y copolimeros res—
pectivos,

La mezcle pigmento-sglutinante-digolvente (o fu~
si6n pigmento-aglutinante) puede aplicarse a la capa conton-
tiva de selenio mediante cualquiora de los bien conocidos
métodos de pihtura o revestimiento, incluidos pulverizacién,
revestimiento por dispersién, rovestimiento a cuchilla, elec—
tro revestimiento, estirado Mayer Bar, revestimiento por in-
merglén, revestimionto por rodillo invertido,.o oualquier com—
binaclién deseable de estos métodos. La resina puede ademég ser
ourada y con enlace de cadenas paralelas con el fin de aumentar
su dureza.

Las ventajas de la placa electrofotogréfica el pre-
sente invento se entenderin mejor con referencia a los planos,
en los cuales:

la fig. 1 muestra curvas comparativas de descarga
luminoga para placas de selenio vitreo con y pin un revestimien—~
to ftalocianinz~-aglutinante a luz roja y blanca;

la fig. 2 muestra una curva respondiente espectral
pars una placa de selenio con un revestimiento de ftalocianina~
aglutinante;’

la fig. 3 muestra curvas combarativas de descargar
luminosa para placags de arsénico-selenio con y sin revestimien-—
to ftalocianina~aglutinante;

la fig. 4 muestra curvas comparativas de descarga .
luminosa para placas de selenio vitreo con un revestimiento que
oomprende selenio hexagonal en un aglutinante; y

la £ig. 5 muestra curvas de descarga luminosa para

placas de selenip con y sin revestimientos que comprenden poli-
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vinil carbazol sensibilizado oon~2,4,7-trﬁnitro fluorenona.

Segin se indica en la fig. 1, la fotosensibili~
dad se mide eﬁ términos de descarga luminosa por unidad de
tiempo. En la fig.-l, la escala vertical representa la car~
ga o voltaje eleotrostédtico sobre la placa, La escala hori-
zontal repregenta tiempo en segundos. En cada caso se expone
la placa a una fuenté Juninosa tras la carga y se mide conti~
nuamente, durente varios segundos, el potencial que queda so-
bre la superficie de la placa.

La primera placa consiste en un mgustrato de alu-
minlo revesgiido con selenio.vitreo. La segunda placa a8 aiﬁi—
lar a la primera, pero con una capa de cobertura adicional de
particﬁlas de ftalocianina dispersas en un aglutinante. Estas
placas ge preparan y prueban segin se describe en el Ejemplo I,
més adelante, La curva A ropresenta la placa revestida cuando
eg expueste a la luz blanca. La curva B representa una exbosi-
oién similar de la placa de selenio no revestida. Como puede
vorse, la placa revestlda posee mucha mayor sensibilided y me-
nor ocarga rogidusl tras la exposicién, La sensibilided. extraor-
dinariamente aumentada de lag placas rovesiidas con una capa
ftalocianina~-resina a la luz roja estd representad& por las
curvas ¢ y D, La ourva C represenia la placa revestida cuando
S8 oxpone tnicamente & luz roja. La curva D representa la placa
de selenio no revestida cuando se expone dnicamente a luz roja.

Como puede observarse en estas curvas, la placa no revestida no

g ST

pogee gengiblemente gensibilidad alguna a la luz roja. La placa’

revestida ofrece en cambio una gran sensibilidad a la luz roja
seglin se muegtra por la curve C, f )
Ia fig., 2 muestra una ourva de respuesta espectral

rara una placa compuesta por selenio revesiido con fialocianina
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.on un aglutinante, La curva representa la regpucsia espoctral

de una placa de acuerdo 6on el presente invento, o gea una
placa con una capa de selenio revestida con un aglutinante de
regina aiglante que incluye una ftalocianina. Bsta placa se ‘
propara segin se describe en el Ejemplo I.

En la fig. 2, el eje vortical indica una rolative
foto-regpuosta en voltlog por segundo, micntras el oje horizon~
tal representa la longitud de onda en Anggtroms do la luz a la
cual ge expone la placa. Se proparan dos placas gegin so dosori
be en el Ejemplo I. Lo primora oonsisto en una capa de selenio
vitreo sobre un sustrato de aluminio, en tanio que la segunda
es gimilar a la primera pero con un revestimiento de'ftalooian
nina en un aglutinante resinoso. Las curvas se preparan cargan-
do lag placaé a un potoncial uniforme, y exponiéndolas luogo a
luz monocromitica de diferontes longitudes de onda, La relativa
foto-rospuesta de cada placa en cada una do estas longitudes. de
onda se reprosenta on grifico y se traza una curva que uno los
puntos experimentales. Como puede verse poxr la curva A, la pla~
ca revestida posee una regpuesta espeotral sensiblemente pan-
cromidtica; esto es, os respondiente itanto a la luz roja como a
la azul, La curva B representa la respuesta espectral de la pla-
oa de gelenio no revostida. Segﬁn indican las curvas, la placa
de gelenio tnicamente pogee sengibilidad a la luz vislble en las
zonas azul y verde del espectro, en tanto que la placa revesti-~
da posee sensibilidad adicional a la luz roja. Como os sébido,
la ftelocianina es ante todo respondiente & la luz roja, on tan-

1o que el selenio vitreo es principalmonte respondiente a la luz

razul ¥ ultra~violeta,

La fig. 3 muegtra lags curvas comparativas de desoar-

ga lumlnosa para placas de arsénlco-gelenio no revestidas y reves-
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tides. con una copa de rosina fialoeclanina-aglutinante cuando se
someten a luz roja y blanca. Log detalles rempecto a lo proparew
olén de estas placas y exposiclones se facilitan en ol Ejemplo
II. Las curvag "A" y "B" reprogentan la sonsibilidad de una pla-
oa de arsénico-golenio no revestids cuando es expuesta & luz ro~
ja ¥y blanca, respectivamente., Como pusde verse por'estas curvas,
le placa de arsénicofselenio no posee gensibilidad alguna a la
luz roja y buena sensibilidad a la luz blanca. lLas curvas "C" y
"p* reprogentan la sensibilidad de una placa de arsénico-solenio '
revestida oon una capa reginosa de ftalooianmna—aglutlnauto cuan-—
do es sometlda a luz roja y blanoca, respectivamente, Como puede
verse por estas curvas, la placa rovestida muestra una excelente
sengibilidad cuando eg sometida a luz roja o luz blanca., Asimig-
mo, la carga residual que permancce sobro la placa tras la oxpo-
gloién os mensiblomente inferior con las. placas rovestidas.

La fig, 4 muestra curvas comparativas de descarga lu-
minosa cuando se somete a luz roja (Curva A) una placa de selenio
amorfo, (Curva B) una capa que comprende selenio hexagonal en un
aglutinaﬁte sobre un sustrato de aluminio, (Curva C) una capa de
selenio revestida oon una capa que comprende selenio hexagonal
en un aglutinante, y (Curva D) una placa do selenio rovestida
con la resina aglutinante sin el selenlo hexagonal. Log dotalleg
rogpecto a la preparacién y prusba de estas placas me facilitan
en el Bjemplo IIX, Como pucde verse por las curvas, la placa de
selenio no revestida y la placa de selenio revestida con el aglu~
tinante solamente no poseen sensibilidad a la luz roja (Curvas
A y D). El pelenioc hoxagonal en el aglutinante usado solo poseo
sensibllidad pero poca aceptacién de carga, como muéstra la cur-
va B, La placa de selenio rovestida con el solenio hexagonal dis

perso en un aglutinante posee gran fotosensibilidad y poca carga
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residual como puede vergse por la curva C,

" Ia fig. 5 muestra curvas comparativas de descarga
luminoga, al ser expueatas a luz roja, de (curva B) una placa
de pelenio amoxrfo, (curva C) una capa hocha de un complojo do
trangferencia de carga de w 4cido Lowis en una regina apgluti-
nante sobre un sustrato de aluminio, (curva D) una capa de ge-
lenio revestida con una capa de wn complejo do transferencia
de carga de un Acido Lewis y una resina aromdtioca, y (curva A)
una placa de selenio revestida con la resina gin ol gonsibili-
zador de transferencia de carga., Los detallog respecto a la pro
paracién de estas placas y pruebas de expoglcién so facilitan
en el Ejemplo IV. Como pucde verse en la figura, la placa re-
vestida con la resina sola descars®8 wuy lentaemente como hace
la placa do solenio no revestida, indicando baja sensibilidad a
la luz roja, La placa de aluminio revestida solo oon el comple~
Jo de transferencia de carga muestra fotosenglbilidad pero poca
aceptaoién de carga inioial. La placa de selenio revestida con
el complejo de traonsferenciz de ocarga muestra gran fotosensiﬁi—
lidad y poca carga residual,

Los siguientes ejemplos definen y describen con ma-
yor detalle el presente invento oon respecto & la nueva placa
electrofotografica y proocdimiento do este invento. Las partes
¥ porcentajes son en peso a menos que se indique en otro sentido.
Log ejemplos que siguen deben considerarse como ilustrativog de
las dlverpas formas de realizacién preferidas de la plaoca y pro-
cedimiento del invento, ’

EJENPIO T

So prepara la placa xorogrifica evaporande al vacio
selenio viireo sobre un sugtrato de alumindo a un espésor aproxi
mado de 50 mioras segin desoribe Bixby en la patente U.S.A. No,
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2,970,906, A continuacién sc divide esta placa en dos partes.

Se prepara una solucién de revegbtimiento disol—
viendo aproximadamente 35+ pertes do Epon-1007, una resina
epoxi que expende la firma Shell Chemical Company, aproxima;
damente 20 partes de Methylon 75201, una regsina fenélica que
expende la General Electric Company, y aproximadamonte 4 par-—
tes de Uformite F=240, una resina de urea-formaldehido que
expende la firma Rohm & Haas Company, en una mezola de aproxi
madamente 30 partes de metil isobutil cetona y aproximadamon~
te 10 pertes de metil etil coetona, Se afiade a esta soluci?p
ftalocianina exenta de metal de forma alfa finamente dividide
en proporciones aproximadas de 1 parte de ftalocianina por
aproximadamente 6 partes de resina seca. Esta solucién se reo-—
viste por dispersidn sobro la superficie de selenlo de una de
las placas & un espesor soco de aproximedamente 0,5 micra. Se
efectia el'curado de la placa revestida a 509C aproximadamen—
te durante aproximadamente 48 horas. para curar parclalmente la
resina,

. Cada una de las dos partes asi preparadas se carga
dospubds electrostdticamente en la oscuridad a un pbtencial PO~
sitivo aproximado de 800-950 voltios por medio de descarga on
corona segin desoribe Carlson en la patente U.S.A. 2,588,699,
A continuacién se expone cada placa a luz blanca, aproximade~
mente 0,3 bujlas~pie, por medio de una lémpara de filamento de

tungstenc., La fotosensibilidad de cada placa se mide mediante

un electrémetro oonectado a un registrador, que muestra la dos—
carga eléotrica con ticmpo. Lasg curvas de descarga luminosa pa—~
ra egtas placas mse faciliten en la fig. l. La curva A represen~
ta las caraoteristicas de demecarga de luz blanca de la placa re-

vogtida, en tanto que la curva B representa las caracteristicas
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de descarga de luz blanca de la placs de selenio no revestida,
Como puede verse, la placa revestida posoce mucha mayor fotosen-—
8ibilidad y menor carga residual tras la exposiclién,

Cade una de cgtas placas se carga y expone de nue-
vo despuds sogin so degcribe anterlormente, excepto que en es-
te cagso pe intexrpone un filtro CS-2-63 graduado, que expende
Corning Glass, ol cual transmite aproximadamente 87 por ciento
de la luz visible a longitudes de onda superiores a 630 milimi-
crag, pero menos de un 1l por olento inforiores a 580 milimicras,
qntre la fuente luminogsa y la placa. De este modo, las placag
ge exponen solamente a la luz roja., También aqui, se mide la fo-
togengibilidad de cado placa después de la oexposicién, En la fig.
1, las curvas C y D ropresentan la fotosensibilidad de las pla-
cas rovestidag, y no rcvestidas cuando se exponon a la luz roja,
respectivemente. Como pueds verse ﬁor la fig. 1y la placa no re-
vogtida no posee virtualmente sensibilidad alguna a la luz roja
en tanto que la placa revestide muestira una excelonte fotosengi—
bilided cuando es expuesta & la luz roja.

BJEMPIO TIT

Se preparan dom placas como sigue:

a) So forma una oapa qué comprende eproximadamente
17 por olento en pego de argénico y aproximadamenfo 83 por cion~
to en peso de selenio gobre un sustrato de aluminio hasta un os~
pesor aproximado de 50 micras mediante el procedimiento descrito
por Ullrich ea patente U.S.A, 2,803,542,

b) Se propara una segunda capa de arsénico~selenio
en la forma expuesta y so roviste con una capa de 0,5 micra oon-
sistente en una ftalocianina finemente dividida dispersa en una
regina fenélica epoxi segfin se describe on el Ejemplo I. Aqui so

efectda el curado del revestimiento a aproximadamente 1002C duranto
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3 horas aproximadamonte,

A continuacién se carga eolectrostéticamente cada
una de las placas do ﬁanera sengiblemente uniforme modiahto
un dispositivo de descarga en corona, Se carga la placa rovegw
tida a un potencial positivo aproximado de 550 voltlos y la
placa no rovegtida a un potencial positivo aproximado de 450
voltion. Se expone después @@ daca por medio de luz blanca
de una intengidad de 0,3 bujias-ﬁie. La Totosengibilidad de
cada placa se mide por medio de un electrémetro conectado a
un registrador que muestra la deﬁcarga el6éctrica con tiempo.
Las curvaes de descarga luminosa para esitas placas se faciii~
tan on la fig. 3. Como puede verse en esta figurn, la plaoca
revestida es mucho mds sensible que la capa no revestida. A
continuacién, se carga de nueve cada una de lag dos placas a
un potenclal positivo y me expone una vez més., No obstante, on
este caso la luz incidente sobre la placa pasa primero a través
de un filtro groduado €S 2*63, desecrito antoriormente. Asi, las

placas se exponen solamente a luz roja. Tambioén aqui, lags cur-

_vas de descarga de luz se muestran en la fig, 3. Como puede

vorge por egta figura, la placa no rovestida no poases sonsibi-
lidad alguna & la luz roja on tanto que la placa revestida la
Dosee en alto grado,

. EJEHPLO III

Se propara una placa evaporando al vacio selenio

sobre un sustrato de aluminio a un espesor aproximado de 60 mi-
ores, A continuacién se divide esta place en tres par%és. La pri-
mers de ellas es revestida por dispersién con una capa de aproxi
madamente 3 micras de la solucién de resina fenélica epoxi dog—
erite en el Ejemplo I, La placa rovestida es mantenida al horno

& 509C aproximadamente durante aproximadamente 48 horas para curar
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parcialmente la resina. La sogunda parte de la placa o8 roveg—
tida oomo se indioca enteriormente, excepto que en esto cazo la
resina de revestimionto contione pigmento de selenio rojo hexo-
gonal finamente dividido en proporcionecs aproximadas do 1 pdrte
de selenio rojo-hexagonal por aproximadamente 6 partes de regi-
na sooa on peso, Se ofectlia ol curado do esta placa on forma
sinilar a la primera parte. La tercera parte de la placa no se
revigte. Se prepara una cuarta placa rovistiendo por dimporsién
la resina fenélica epoxi y ol pismento de selenio rojo-hexagonal
sobre un sustrato de aluminio hasta un espesor aproximado de 3
mioras. Se someto esia placa a curado parcial manteniéndola on
horno a 502C gproximadamente durante unas 48 horas. A continua-
olén se cargae electrostdticomente cada una de estum placas en la
oscurlidad por medio de descarga en corona & un potenoial positi-
vo. Después se expone cada placa a la luz, por medio do una lém-
para de tungasteno, pasando primero la luz incidente sobre la pla-
ca a través del filtro graduado €S 2~63 descrito anteriormonte.
La fotomensibilidad de cada placa se mide por medio de un eleo~
trémotro conectado a un registrador, que muestra la descarga eléc-
trica oon tiempo. Las curvas de descarga de luz para estas placas:
se facilitan en la figs 4. Como puede verso por esta figpra, la
placa rovestida con resina sola descarga muy lentamente y rotiene
una elevada carga residual, La placa de selenlo no revestida tam—
bién descarge muy lentamente porque la rospuesta primaria del se-—
lenio es en las zonas ultra-violeta, azul y verde del espectro y
en este cago la exposiclén se efecttia medlante luz roja solamente,
La placa que consiste en solenlo rojo-hexagonal en un aglutinante
reginogo revestido directamente sobre el sustrato de aluminio mues
tra buena fotogensibilidad. La plaoca de selenio revestlda con el

gelenio rojo~hexagonal en un aglutinante rosinoso exhibe atn méa:
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répida descarga de luz y una mayor fotonensibilided.
' EJEMPLO IV

Se prepara una placa evaporando al vacio selenio
gobre un sustrato de aluminio hasta un espesor aproximado de
50 micras. A continuacién se divide esta placa on tres partes.
La primera parte se rovisto por dispersién con una oapa de
aproximademente 4 micras: de unga solucién resinosa de polivinil
carbazol preparada disolviondo.aproximadamente 8 partos de po-
1ivinil carbazol en una mezola de aproximadamente 45 partos de
dicloromotano, 45 partes de dloxano y aproximadamente 100 par—
tes de ciclohexanona, Se efectda el curado de la placa ro;ésti-
da & aproximadamonte 452C durante unas 20 horas para eliminar
la mezcla digolvente, Se reviste una segunda parte de la placa
segin se indica anteriormente excepto que aqui la resina de ro~
vestimienio contiene aproximadamente 1 parte de 2,4,7-trinotro-
fluorenona, disuelts en condiciones de complejo de transferencia
de carga. Esta placa se scca de manera similar a la primera per—
te. La tercera parte de la placa xerogrifica no se reviste, Se
preparse una cuarta placa revigtlendo por dispersién la solucidn
resinosa de complejo de trangferencia de cargn 2 base do polivie
nil carbazol/z,4,7—trinitrofluoronona sobre un sustrato de alu-
nminio hasta un espesor aproximado de 4 mieras. Esta placa g0
mantiene en horno do manera similar o lag placas ahtorioros.

A ocontinuacién se carga electrostédticamente cada wna
de egstas placas en la oscuridad por medio de descarga en corona a
un potencial positivo. Luego me expone cada placa a la lugz ﬁor no~
dio de una lémpara de tungstono, pasando primero la luz incidente
sobre la placa a través del filtro graduado (3 2-63 descrito an-
teriommente. El nivol de iluminacién en el plano de exposicién

sin filtro os eproximadamente de 50 bujlas-pie, La fotosensibili-
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dad de cada placa se mide por modio de un electrdémetro conceta=
do & un registrador, que muestra la descarga oléctrica con
tiempo. Las curvas de descarga de luz pare estas placas ge fa-
oilitan en la fig. 5. Como puede verse en la figura, ;a placa
revestida con la resina sola (curva A) descarga muy lentamente,
Se indioca que una elevada carga residual permanece sobre el re-
vestimiento aislante., La placa de selenio no revesiida (curva B)
también descarga muy lentamente, Esto obedece a que la respuesta
primaria de selenio se halla eﬂ las zonas ultra-violeta, azyl y
verde del espectro. La placa consistente en aluminio revestido
con polivinil oarbazol formando complejo con 2,4,7-trinitrofiuo
renona (curva C) muestra buena fotosensibilidad, La placa de se-
lenio revestida con el coﬁplejo de transferencia de carga de yo-
1ivinil carbazol con 2,4,7-trinitrofluorenona (curva D) presenta
une doscarga de lus ain mas rapida y una mayor fotosensivilidad,
BJEHPLO V

Se prepara una placa xerografica como sigues

Se roviste un sustrato de aluminio mediante evapora-
cién del vacio con una capa de 60 micras aproximadamente de sele-
nio, Se prepara una solucién de resina fendlica epoxi como en ol
Ejemplo I, Se anaden & esta solucién de aproximadamente 10 partes de
ftalocianina de alfa exenta de metal finamente dividida. La la-
mina de aluminio revestida de selenio se divide en 5 partes.la pri-
mera parte no se reviste, La segunda parte se reviste con la solu-
cion de revestimiento a base de ftalocianina hasta un espesor de
resina seca aproximado de 0,1 micra, estimédo por mioroscopio de

interferencia, La tercera parte se reviste con la solucion de fia~-

locianina a un grueso de resina seca aproximada de 0,2 micras.la cuar

ta parte me reviste con la solucion contentiva de ftalocianina a

un grueso de resina seca aproximado de 1 micra.La quinta parte se
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reviste con la solucidn contentiva do fialocienina a un grueso
do regina seca aproximado de 3 micras. En ceda camo, me ofocctia

el curado de la resina aproximadamente a.40°c durante unas 10

~ horas, Cada una de estas placas se carga electrostéticamonte,

86 expone a una luz y se mide por electrémetro. Se obgerva que
la placa con el revestimiento de 0,2 micras posee la mayor fo-
{osensibilidad. Las placas con rovestimientos mis espesos mues—
tran una mayor rotencién de carga rosidual tras la exposicién.
Cade una de lag placas se pone luego en contaoto con unas cuantas
gotag de dietileno triamina, Se comprueba que el selenio en lag
zonag trotadas de la placa no revestida ha cristalizado y'ﬁo pue-
de retener ye una carga. 96 observa alguna cristalizacién en las
zonas tratadas de la placa quo posee un revestimiento de 0,1 mi-
crag. No se obgerva reeristalizacién alguna en las placas de reo-
vestimlentos més gruesos. 4
EJRMPIO VI

Be prepara una placa xerogrifica como sigue:

Se reviste wn sustrato de aluminio com una capa de
60 mioraa de selenio amorfo mediante evaporacién sl vacio., Una
mezcla que comprende aproximadamente 6 partes de la solucién de
resina epoxi~fenélica desorita en el Ejemplo I y aproximadanente
1 parte dé fialocianina alfa exenta de meial finamento.dividida
so extiende por digspergién sobre la suponficio de gelenio hasta
formar un espesor do resina seoa aproximado de 0,6 micras., Se
efectda el curado de la regina a 409C aproximadamente durante
unag 40 horas. Se carga esta placa a un potencial uniforme de
600 voltios aproximadamente por medio de descarga en corora.
A continuaclén se oxpone la placa a una imagon de luz y gombra
por medio de una transparencie en una Ampliadora Omoga~D-2. La

exposlcién total es de 0,5 bujla-pie-gegundos, La imagen latente
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eloctrostitica regultante se revela vertiendo en cascada una
mozcla de esférulas vehiculadoras y particulas-do polvo impro-—
sor a través de la placa, segin describe Wallup in la patonto
U.S.A. 2,618,551, Se observa una imagen perfilada en polvo so-
bre la placa que conforma con el original. La imagen congbi-
tulda por polvo mo iransfiero a una hoja do papel receptora
por el método desorito por Schaffert en la patente U.L.A, No.
2,576,047, Se calicnta la hoja receptora hasta alcanzar el
punto de fusién de lasg pérticulas de polvo impregor y fundir
la imagen correspondiente, Se obgorva una excelentc imagon que
corresponde al original, '
EJELPLO VII

Se reviste al vacio una capa que comprende aproxi-
madamente 90 por ciento de selenio y aproximadamente 10 por cien
to de telurio sobre un sustrato de latén de 5 milipulgadas.(0,125
mm) hagta un grueso aproximado de 70 micras. Sobre esta capa so
extionde una mezcla quo compronde aproximadamente 6 partes do la
golucién epoxi-fendlica descrita en el Ejemplo I, y aproximada—
nente 1 parte de fialocianina alfa excenta de metal finamente
dividida., Se ofectta el curade de la resina a 50%C aproximadamen—
‘te durante unas 30 horas, El revostimiento posee un espegor aproxi
mado de 0,6 micras, Se carga, expone y roevela la placa como en el
Ejemplo VI, Rosulta una imagen excelente que corresponde al origi-
nal,

LJaPLO VIII

Se prepara una placa xerogrifica evaporando al vaclo
aproximadamente una capa de 60 micras de sclenio vitreo sobre un
sustrato de aluminio. Se propara una solucién de revestimiento
disoiviendo aproximadamente 1 parte de SR-82, una rooina de slli-

oons que expende la firma General Electric Company en aproximada-
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mnte 6 partes de xileno., Se afade a esta soluoidn aproximadé—
mente 0,1 partes de la forma'“x" de ftalocianin# exente de me-
tal, Se extiende osta solucién sobre la superficie contentiva
de selenio y se efectia el curado a 40°C aproximadamente duran-

te 1 hora, El revestimiento poses un espesor seco aproximado de

. 1 miora, Se carga, expone y revela la placa como en el Ejemplo

VI. Resulta una buena imagen qué corresponde al original,
EJEMPLO IX |

Se prepara una placa xerogrifica gue dispoyg de
una capa consistente en aproximadamente 15% de arsénico, aproxi-
@adamente 85% de selenio y aproximadamente 100 p&rtes por millén
de yodo sobre un sustrato de aluminio, segin se describe en la
solieitud U,S,A. asimismo pendiente N® 571,150, depositada ol
31 de mayo de 1,966, La capa de arsénico~selenio-yodo poses un
espesor aproximado de 50 micras, Se prepara una solucion de Te-
veostimiento disolviendo smroximadamente 5 partes de pyre ML—RK-
692 (con 124 de sbélidos), una resina de poliamida aromitica pre=
parada haciendo reaccionar diahidrido piromelitico con una dia-
mina (que expende la firma E,I, duPon de Nemours & Company) en
aproximédamgnte 6 partes de dimetil formamida. Se afiade a esta
solucidn aproximadamente 0,1 parte de Cyan Green 15-31C0, una
ftalocianina de cobre clorado que expende American Cyanamid Ine.
Se extiende la mezcla sobre la superficie contentiva de selenio hase
ta lograr un espesor seco aproximado de 0,8 micra. Se efectla el cu-
rgdo de la placa manteniéndola en horno a aproximadamente 20020 du-
rante unas 3 horas., A continuaocidn se oarga, expone y revela la pia-
ca revestida coo un el‘Ejemplo VI. Resulta una buena imagen que
corresponde al original.

BJEMPLO X

Se prepara una placa xerogrifica consistento cn wna
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capa do solenio vitreo sobre un sustrato de aluminio, como en
ol Ejomplo VIII. Se propara una solucién de rovegtimiento a

base de poliuretano haciondo reaccionar aproximadamento 3 par—

-tes de isoclanato de polifenil polimetileno y aproximadamento

2,5 partes de bisfenol-A en aproximadamente 80 partes de to-

" lueno, Se afiade & oote solucién aproximadamente 1 parte de la

forma "xz" de ftalocianina exenta de motal, Se extlende esta
mezcla gobre la superfieie de gelenioc hagsta un espesor seco
aproximado de 0,7 micrag, Se carga, expone y rovela la placa
revestida como en el Ejemplo VI, Resulta una buena imagen que
corresponde al original.
FJIEMPLO XI

Se prepara una placa xerogrifica congistonte en
wia oapa de melenio vitreo sobre un sgusatrato de aluminio, como
en el Bjomplo VIII, Se propare una solueién de revestimiento
mozclande aproximadamente 100 partes de acetato de celulosa
(alrededor de 10% de s6lidom en acotona, quo exponde la firma
Bagtman Kodak Company), y aproximadamente 100 partes de metil
otil cetoﬁa. Se aflade a esta goluclén aproximadamente 1 parto
de la forma "x" do ftalocianina oxonta de metal. Se reviste la
suporfiocie de gelenio con csta mezola hasta un @8pesor 8Ceo
aproximado-de 0,5 micras., Se carga, expone y rovola la placa
revestida como en el Ejemplo VI, Rogulta una buena imagen que
corresponde al original,

EJEMPLO XIX

Se prepara una placa xerogrifica consistente en
una cape de solenio vitreo sobre un sustrato de aluminio como.
en ol Bjomplo VIII., Se¢ propara una solucién de rovestimiento
mezclando aproximadamente 150 partes de metil etil cotona,

aproximadamente 190 partes de etil Cellosolve, aproximadamente
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60 partes de tolueno, aproximadsmente 58 partes do Phenoxy
PKDA 8500, una resina fenoxl que expende la firme Union
Carbide Corporation, y aproximadamente 28 partcs do 2,5-big-
(p~aminofenil)-l, 3,4~oxadiazol, y 0,05 paries de ‘coloranto
Brilliant Green. Se reviste la superficio de melonio con cg=
ta solucién hasta lograr un espegor seco de aproximadaomento
1 micra. So mantiene el revostimionto a 409C aproximadamente
durante unag 10 horas para eliminar los disolvontos. Se car—
ga, oxpone y rovela la placa revestida como en el Ejemplo Vi,
Regulta una buena imagen que corresponde al original,

Se prepara una placa xerogrdfica conaistentg en
una capa de selonio vitreo sobre un sustrato de aluminio como
en el Bjemplo VIII., Se prepara una solucién de revestimiento
mezolando aproximadamonte 150 partos'QQ metil otil cetona,
aproximadamente 190 partes do etil Cellosolve, aproximadamen=—
te 60 partes de tolueno, aproximadamente 58 partes de Phenoxy .
PKDA 8500, aproximadamente 5 partes de ‘trifenilamina y aproxi;
madamento 1 ﬁarte de 2,4,T~trinitrofluorenona. Se roviste la
suporf;cie de selenio con egta mézcla hagta un espesor aproxi-
mado de 0,8 mioras. Se caldea el rovestimiento a 50°C aproxi-
mademente ‘durante unag 10 horas para eliminar los disolvontes.
A continuacién se carga, expone y révela la placa revestida co-
mo en el Bjomplo VI, Resulino una buena imagen gue corremponde
al original.

Aunque go han descrdto ocomponentes y proporcioneé:
especificas en los ejomplos anterioros, pueden usarse, con ro-
éultados similares, siempre que resulten apropiadoé, otros ma-
teriales que los citados. Adomds, pueden afladirse otros maferia—

les a la capa contentiva de selenio y/o a la capa de rosina
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ftalocianina~aglutinanto para sinergizar, mejorar o de oiro
modo modificar sus propiedades. Por ejemplo, pueden afiadirge

diversos gonsibilizadoxros eléctricos y espeotrales a lag ca—

' pas. La placa de capap mGlitiples de egle invento results Wtil

en otras aplicaciones que requieren fotoreceptores con amplia
regpuesta oapoctral, como por ejemplo sigtemas de video.

Los exportos de emte ramo industrial podrdn con-
cebir otras modificaciones y ramificaciones del presente in-
vonto, Estas deben congiderarse incluldas en el espiritu del
mlgmo, °

En resumen, la Patente de Invencién que se golici-

ta deberd recaer sobre lag sigulentes: -

.
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= REIVIESIC.CICITS =

1l,- Un procedimiento xerogr4fico de reproduccién de -
imédgenes, caracterizado porgus comprende las fases de formar wna
imagen electrostdtica latente sobre la superficie de la segunda -
capa de una placa xerogrdfica y porque incluye ademds:

a) we primera cape que comprende selenio vitrio; ¥y

b) superpuesta sobre dicha primera capa, una segunda
que comprende un aglutinante de resine aislante que posee un ma-
terial que imparte fotoconductividad dieperso en el mismo, ¥ ro=-
ncr eu contacto diche superficie con wn material marcador elec-—
troscépico con lo cual se revela wma imagen visible queAcorrSqug
de a dicha imagen latente,

2. Bl procedinisnto segfn la reivindicacién 1, en el
cual dicho material que imparte fotoccnductividad es un material
fotoconductor orgdnico.

3¢~ Bl procedimiento segfn la reivindicacién 2y N =
el cual dicho material foloconductor org4dnico comprende wna fta-
locianina,

4,~ Bl procedinisnio segin la reivindicacidén 3, en -
el cual dicha segunda capa comprende aproxinadanente 4 a 15 par-
tes en peso de resina por ca&a parte de ftalociznina.

5~ Bl procedimiento segiin 1z reivindicacién 3, en =
el cual dicha segunds ocapa coaprende aproximadamenis 6 a 12 par-
tes en peso.de resine por cadz parte de ftalocianina,

6.~ El procedimiento segdn las reivindicaciones 3 a
5, en 6l cual dicha ftalociznina es una Pftalocianina exenta de =
nmetal,

Te= Bl procediniento sezdn la reivindicacién 6, en =
el cual dicha ftaloeianina sxenta de netal es en la foria crista

lina bete,
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8.~ E1 procedimiento segfn la reivindicacién 6, en -
el cual wna parte importante de dicha ftalocianina exenta de me-
tal es oen la forma cristalina "x".

9.~ El procedimisnto segln la relvindicacién 1, en -
el cual dicho material que imparte foloconductiviiad es un agen-
te sensibilizador complejo de transferencia de carga que produce
una capa fotoconduqtora en combinacién con dicha resina gglutle
nante,

10.~ El1 procedimiento segin la reivindicacién 9, en
el cual dicha segunda capa ocomprende un fcido Lewis disperso en
una regina aromdiica,

1l.- El procedimiento segin cualquiera de las reivin
dicaciones 1 a 10, en el cual dicha segunda capa posee un espew-
sor hasta do 2 micras.

12,~ Fl procadimienio segdn cualjuiera de las reiw
vindicaciones 1 2 10, en el cual dicha segunda capa posee un es
pegor desde aproximadzmente 0,5 hasta aproximadamente 1 micra.

13.- El procedimisnto segin cualquisra de las reivin
dicaciones 1 & 12, en el cual dicha capa contentiva de selenio
posee un espesor desde aproximadansnie 5 hasia aproximaismente
100 micras,

14.~ El procedimisnio segin cualquisra de las reivin
dicaciones 1 a 13, en el cual dicha primera capa comprende una
mezcla de arsénico y selenio,

154=E1l procedimienio gegtn cualquiera de las reivin
dicaciones 1 a 14, en el cual dicha primera capa cubre un sustra
to de base conductor,

16.~ El procedimiento de cualquiera de las reivindi
caciones 1 2 15 en el cual dicha primera capa es de selenio vi~

treo,
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17.~ Bl procedimisnto xerogrédfico de reproducecién de
im&genes segln una cualquizra de las reivindicaciones 1 a 16y en
el cual dicha imagen latente aiectrostétioa se forma cargando e
sensiblemente de manera uniforme dicha superficie y exponiéndola
a una imagen de radiacién electromagnética de activacién,

18,= El1 procedimiento xerogrifico de reproduccién de
imégenes segtn la reivindicacién 17, en el cual se transfiers di

.cha imagen revelada a wna hoja receptora y se forma y revelan so
bre dicha placa xerogrifica imégenes latentes elecirostéticas —
adicionales,

19,~ Se reivindica por dltimo, como objeto scbre el
que ha de reczer la Patente de Invencidn que se solicita: "UNf =
PROCEDINIENTO IBROGRAFICO I= REPRODUCCICH DE IMAGENESH,

Todo conforme gueda descrito y reiviandicado en 13 e
rrasente menoria, que censta de treinta y dos pézinas mecanogra-
fiadas y dibujos adjuntos,

Madrid, 6 de febrero de 1,968

BERIARDD UNGRIA
DPeDe
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